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JJcsclircibung 

Die Erfindung betrifft cine flexible Leiterplatte mil 
einem Bereich zum Einbau elektronischcr BaueSernente 
und mit einem sich daran anschlieBenden Bereich ohne 
Embaumflgilchkeit sowie ein Verfahren zu ihrcr Her- 
stellung. 

Flexible Leitcrplatten dieser Art finden vieiseitig als 
Verdrahtungsmittei fur die verschiedenstea elcktri- 
schen und elektronischen Cerate Anwendung. Ein Teil 
der gedruckten SchaJtung um die Kontaktbohrungen 
rierum muO freiliegen, um einen AnschluQ der Serial- 
umgskomponente an die gedruckte Schaitung an dieser 
Batoning anlaten zu konnen. Dies hat zur Folge, dab* 



lung der Leitcrbahncn erfolgt, am der Gefahr des Ent- 
fernens von LStmaterial an den Lociiltameo zu enlge- 
hen. Das Metallisieren der Leiterplatte erfolgt ohne 
elektrisclie.T Strom; nicht benotigte Metaiibeschichtung 
5 wird durch Atzen von der Leiterplatte spater wieder 
entfernL 

Diesc bekanntcn Verfahren bergen das erhebiiche 
Problem in sich, daB der chemische Oberzug, der sich 
uber die Fliiche der Bereiche mit und ohne Einbaumog- 
10 lichkeit erstreckt, infolge seiner mangemden Flexibilitat 
den Bereich ohne Einbaumogiichkeit zu sehr versteift, 
so daB es bci starkerer Biegung zum Leiterbruch im 
entsprechenden Bereich kommen kann. 

Um das erwahnte Problem zu losen, sind z. B. aus 



wahrqnd des Einbaus solche Flatten im Bereich der 15 JP-GM-AS 56-54 607 und JP-P-OS 57-79 697 Verfahren 



Durchkontaktierungcn brcchen kdnnen. Um dies zu 
vermeiden und den Bereich um die Kontaktbohrungen 
iu vvrstarken, schlagt die DE-GM 79 03 356 cine flexi- 
ble Leiterplatte vor, deren Leitschicht zu einem erstcn 
Teil die Innenwand der Durchgangsldchcr und zu einem 
zweiten Teii einen Teil der Oberfla'chc der Leiterplatte 
um die Durchgangslocher herum bedeckt Dadurch soli 
die rnechariischc Biegespannting gegeniiber der der 
Durchkontaktierung benachbarten, elektrisch isolicrcn- 
den Deckschicht vcrnngert warden. Die gedruckten 
Schultungen sind auf der Obcrflachc der Basisplatte 
durch Kupfcrplattierung aufgebracht. 

Zur Herstellung ciner sblchen flexiblcn Leiterplatte 
wird gemiiQ DE-GM 79 03 356 zuniichst ein geeignetes 
flexibles, isolierendes Basismaterial beidseitig mit einer 
leitenden Folic aus Metali, vorzugsweise Kupfcr, ka- 
sehieri. Das kaschiertc Basismaterial wird an gcwUnsch- 
ler Stelle mit Kontaktbohrungcn verschen. Durch che- 
mische Mctallisierung der gesamten Foiie wcrden die 
Bohrungcn innenseitig elektrisch ieitfahig ausgcriistet. 
Um cine sicherc Durchkontakticrung zu gcwiihrleisten, 
kann die Oberfliiche zusatzlich in bekan-.itcr Weise ciek- 
iroplattiert werden. AnscblicQend werden die gc- 
wunschtc Leitcrbahncnmuster beidseitig durch Atzung 
erzeugt, wahrend auf dem daran anschlieOendcn Be- 
reich ohne Einbaumoglichkcu em- bzw beidseitig cin 
andercs Leiterbahncnmuster zuglcich hergestelh wcr- 
den kann. 

US- PS 35 46 775 beschreibt ein ahnliches Verfahren, 
wobet cine mit Leiterbahnen versehene Grundplatte 
einschlief3lich der KontLiktnnschlu.ssc in flexibles dielek- 
trisches Material gebettct wird. darauf nochmals flexi- 
ble dielektrische Strcifen ober und imterbaib der erstcn 
Abdeckung angebrachi werden, deren Enden jedoch 
unbefestigt bleiben. wobei anschiiclJend auf den AuGen- 
seiten Leitcrbahncn angebracht. elektrisch mitcinander 
verbunden und sodann mit flexiblern dielektrischem 
Material abgedeckt werden, und wobei ietztendlich die 
gegcnuberliegendcn Lagen der Leitcrbahncn in speziel- 
1c Schichten dielektrischen Materials eingekapseit wer- 
den. so da/3 unabhangig bewegliche Klappen entstehen. 
welche von der eigentlichen Leiterplatte abstehen. 

DE-OS 16 40 083 beschreibt das Elektroplaitiercn ei- 
ner Leiierpiaue um Kupfci in I orm vor, augcr.fcrmigcn 
Anschiussen unter Zuhilfenahme ciner Maskicrung, 
welche anschlieBend mitteis eines geeigneten Losungs- 
miiteis wieder eiufernt wird. 

AnschlieBend wird die Leiterplatte in eine Atzlosung 
getaucht, um freiliegende Teile des Oberzugs zu entfer- 
nen. 

G8-PS 12 66 000 beschreibt ein ahnliches Verfahren 
zur Herstellung von Leitcrplatten, wobei die Herstel- 
lung der Durchgangskoruaktbohrung vor der Hcrstcl- 



bekannt, bet denen der Bereicii ohne Einbaumogiichkeit 
nur einseitig mit einem Leiterbahncnmuster versehen 
ist, auf welchem sich uberhaupt keine Plattierungs- 
schicht befindet, damit dessen 8iegsamkeit erbalten und 
20 damit ein Leiterbruch ausgeschlosscn werden kann. 

Ist der zum Einbau von Baueiementen vorgesehene 
Oereich mit einer Elektroplattierungsschicht uberzogen, 
wihrend der andere Bereich nur mit einer leitenden 
Foiie kaschiert ist, so cntstcht im Grenzgebiet zwischen 
25 beiden Bereichen eine Abstufung. 

Jm unmittelbar dieser Abstufung benachbarten Be- 
reich sind prazise Fotoresist- und Atzverfahren nur 
schwer durchfuhrbar. Dariiber hinaus steilt die Abstu- 
fung eine wcitere Ursache fur einen moglichen Leiter- 
30 bruch infolge von mechanischen Spannungcn dar. Um 
andcrerscits ledigltch den Bereich mit Einbaumogiich- 
keit einer chcmischcn Mctallisierung sowie einer Elek- 
troplattierung unterziehen zu konnen. ist gegeniiber 
dem andercn Bereich erne Maskicrung erforderiich. vvas 
j5 einen hohen Arbeiuaufwand und cin spiitcrcs, of: um- 
stiindliches Entfernen der Maskc erfordcrt. 

Ausgehend von einer flexiblcn Leiterplatte der em- 
gangs genannten Art mit einem erstcn Bereich, der 
beidseitig jeweils mit Leitcrbahncn gemiiO Schallungs- 
,J0 bildern versehen ist, und einem mit diesem Bereich vcr- 
bundenen Berrich. dessen Leiterbahnen frei von einer 
elektrisch leitenden Schicht sind und die mit den Leiter- 
bahnen im ersten Bereich elektrisch verbunden sind, 
liegt die Aufgabc der vorliegendcn Erfindung darin. mc- 
45 chanische Spannungskonzentrationen und damit die 
Gefahr eines Lciterbruchs in der Nachbarschaft der 
Durchkontaktierungen zu vermeiden. Die Flexibilitat 
der Leiterplatte insgesamt sod dabet jedoch -nicht ver- 
ringert werden. Kompltzterte Herstellungsverfahren 
50 mit einer Vielzahl von Masken sollen dafiir nicht erfor- 
deriich sctn. 

Die Lbsung dieser Aufgabc besteht darin. daO sich 
zwischen dem ersten, beidseitig mit Leiterbahnen verse- 
henen und Bohrungcn aufweisenden Bereich und dem 

55 zweiten Berejch ein Qbergangsbereich befindet. in dem 
die Starke der elektrisch leitenden Obergangsschicht 
kontinuierlich abnimmt. 

Die Erfindung legt ferner ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer flpxihlen Leiterolatte dar. bei dem 

50 ?:unachst ein flexibles, isolierendes Basismaterial beid- 
seitig mit einer leitenden Folic kaschiert und mil Boh- 
rungen versehen wird. Danach erfolgt eine chemische 
Metallisierung der Innenwandung der Bohrungen sowie 
der leitenden Foiie. Es schiieftt sich ein an sich bekann- 

65 ter Atzvorgang an, bei dem die Leiterplatte zu einem 
ersten Bereich mit betdseitigen Leiterbahnen gema!3 
Schaltungsbildern verarbeitet wird, wobei sich an den 
ersten Bereich sin zweiter Bereich mit einem andercn 
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Leiterbahnenmuster anschiieBt, welches beim Atzvor- 

gang susammen mit weuigstens einem cicr benachbar- 
ten Muster hergestellt wird. Eine Abschirm plane wird 
auf den zweiten Bereich aufgelegt, die so ausgcbildet ist, 
daB in einem Obergangsberetch zwischen dem ersten 
und zweiten Bereich der Leiterplatte ein Zwischcnraum 
zwischen der Abschirmplatte und der chemisch aufge- 
brachten Schicht bestehen bleibt. 

Die chemisch abgeschiedene Schicht im ersten Be- 
reich wird durch an sich bekanntes Elektroplattieren mit 
einer weiteren Schicht uberzogen und gleichzeitig eine 
elektrisch leitende Schicht aus gleichem Material im 
Ubergangsbereich crzeugt, deren Starke vom ersten 
zum zweiten Bereich kontinuierlich abnimmt, 

Auf dtese Weise ist es mogiich, die Elektroplattierun- 
gen fur den ersten Bereich und die durchkontaktierten 
Bohrungen sowic auch fur den Ubergangsbereich unter 
Verwendung der Abschirmplatte gleichzeitig durchzu- 
fuhren. 

Es kann aber auch von Vortcil sein, das Eiekcropiat- 
tierverfahren .lis gesondertcn Arbeitsgang bereits vor 
dem Atzen vorzunehmen. 

Die Leiterbahnen, die sich im Obergangsbereich be- 
finden. sind also mit einer eicktropiattiertcn Schicht vcr- 
sehen. die in die chemisch abgeschiedene Metailschicht 
auf den Leiterbahnen des ersten Bereichs kontinuierlich 
iibergeht. Damit ist an jeder Stclle der Leiterplatte die 
cinwandfreie Erzeugung eines Lcitcrbahnenmustcrs 
mogiich. Ferner bestcht kcine durch eine Abstufung bc- 
dingtcGcfahr eines Lciterbruchs mehr. 

Die Erfindung wird anhand der Figuren bcispielhaft 
wester vcrdcutlicht. Dabci stellcn im Querschnitt 

Fig. 1 schernatisch eincn Teil der fiexibicn Leiterplat- 
te und 

l 7 ig. 2 und 3 jewcils die Ausbildung und Anbringung 
einer beim Hcrstellungsverfahrcn verwencieten Ab- 
schirmplatte dar. 

Fig. 1 nimmt Bezug auf eine flexible Leiterplatte mit 
einem flcxiblen Basismatcrial 10 aus einem Kunststoff- 
Film, wic z. B, Polyamid Oder Polyirnid. Auf einer Seite 
des Basismaterials 10 befindet sich das obcrc Leiterbah- 
nenmuster II aus leitender Metailfolie, vorzugsweise 
Kupfcr, auf der anderen Seite das unterc Leiterbahnen- 
muster 12. Auf den mit Ictztcrcm versehenen, eriten 
Bereich A folgt ein Ubergangsbereich. C, woran sich ein 
Bereich B anschlieBt. 

Im Abschnitt /\ istoine durchkontakticrtc Bohrung 13 
fur den elektrischen AnschluB von eiektronischen Bau- 
elementcn dargestellt. Auf der gesamten Flache der Lei- 
terbahnen U und 12 ist eine Metailschicht 14, vorzugs- 
weise Kupfcr, chemisch abgeschieden, wodurch auch 
der Innenumfang der Bohrung 13 leitend ist. Diese 
Schicht 14 ist iiblicherweise mindestens 200 nm aick. Fin 
elektroplattierter Oberzug 15 befindet sich auf Ab- 
schnitt A und Csowie auf dem unteren Leiterbahnen- 
muster 12 und im Innenumfang der Bohrung 13. Dieser 
Oberzug 15 endet in einer Zone 16 im Obcrgangsbe- 
reich C Er fehit jedoch auf dem Leiterbahnenmuster 1 1 
irn Bereich des Abschnitts B. Somit zeichnet sich dieser 
Abschnitt B durch gute Biegsamkeit aus, da seine Lei- 
terbahnen 11 lediglich mit der chemisch abgeschiedenen 
Schicht 14 uberzogen sind und keinen elektroplattierten 
Oberzug harter Struktur besitzen. Der Obergangsbe- 
reich C mit der elektrisch ieitenden Schicht 16 bringt 
den Vorteil, daO die mcchanische Spannungskonzcntra- 
tion bei Biegung entsprechend herabgesetzt und damit 
ein moglicher Leiterbruch im Leiterbahnenmuster 11 
verm led en wird. 



Zur Herstellung einer soJchen flexiblen Leiterplatte 
wird das Basjsmatenal 10 beidseitig mit einer Ieitenden 
Folic kaschierL Bereich A wird sodann mit einer Durch- 

gangshohrung 13 versehen, und in a;i sich bekantcr 
Weise folgt die chemische Metailisierung der lnnen- 
wand der Bohrung sowie der gesamten Flache der Iei- 
tenden Folie unter Bildung einer Schicht 14 mit einer 
Dicke von mindestens 200 nnx Wic in Fig. 2 bzw. 3 ge- 
zeigt, wird dann eine Abschirmplatte 17 bzw. 20 im ge- 
wunschten Bereich des Abschnitts B angebracht, urn 
dadurch lediglich die Bereiche A und Czu elektroplat- 
tieren; es entstcht die elektrisch leitende Schicht 15 mit 
der elektrisch Ieitenden Obergangsschicht 16. 

Danach werden die Abschirmplatte entfernt und die 
is bekanntcn Fotoresist- sowie Atzvorgange zur Erzeu- 
gung der Leiterbahnenmuster 11 und 12 vorgenommen. 

Anstelle dieses Verfahrens besteht die Moglichkeiu 
unmitteibar nach der chemischen Metailisierung die Fo- 
toresist- und Atzvorgange und danach die Elektroplat- 
20 tierung durchzufuhren, wobei wiedcrum die Abschirm- 
platte 17 bzw. 20 im Bereich B angebracht wird. Mit 
dieser bevcrzug'en VorfahrensvariaiUe sind die eiek- 
trisch leitende Schicht 15 und die Obergangsschicht 16 
auf die Leiterbahnen 11 im Bereich A und C auf die 
2S Inncnscitc der Bohrung 13 gleichzeitig aufbringbar. 

GemaB der Fig. 2 weist die Abschirmplatte 17 einen 
Teil 13 auf, der auf der Schicht 14 im Abschnitt 8 auf- 
liegt. Die Platte 17 ist derart ausgebildct, daB ein Zwi- 
schcnraum 19 zur Schicht 14 im Ubergangsbereich C 
jo vcrhandenisu 

In diescm Zwischcnraum 19 wird die Ubergangs- 
■ichicht 16 im Bereich Cgebildct. 

Zur noch vorteilhafteren Hersteilung des kontinuier- 
lichen Obergangs 16 ist alternativ cine Abschirmplatte 
j5 20 (Fig. 3) mit einem in Richtung zum Bereich A auf- 
wiirts gewinkelten Teil 21 verwendbar. Mit Hiifc einer 
solclicn Abschirmplatte 20 ist cine beliebige Variation 
der Ncigung durch untcrschicdlichc Winkcl des Tcils 21 
mogiich. Bcsitzi z. B. die Schicht 15 eine Dicke von 
.io 1200 nm, so betriigt der crfordcrliche Winkcl des Teils 
21 etwa20*. 

Die Abschirmplatte 17 bzw, 20 kann auf dem Bereich 
B entweder mittels einer Klemme odcr durch (eichtes 
Ankleben befestig? werden. Sic ist jcdcnfalls :o z\\ bete 
.(5 stigen, daB em Icichtcs Entfcrncn nach dem Elcktroplat- 
tieren mogiich ist. 

In den Figuren ist der Bereiclt B nur einseitig mit 
Leiterbahnen vcrsehen. Selbstverstiindlich ist auch eine 
Version mil auf beiden Seiten befindlichen Lcitcrbah- 
50 ncn denkbar und mogiich. 

Bczugszeichenliste 

10 flexibles Basismatcrial 
55 11 oberes Leiterbahnenmuster 

12 unteres Leiterbahnenmuster 

13 Durchgangskontaktbohrung 

14 chemisch abgeschiedene Metailschicht 

15 elektrisch leitende Schicht 
6o 16 schriige, elektrisch leitende Obergangsschicht 

17 Abschirmplatte 

18 ai»f der Leiterplatte aufliegendes Teil der Abschirm- 
platte 17 bzw. 20 

19 Zwischenraum 
65 20 Abschirmplatte 

21 aufwarts gewinkelter, in Richtung auf Abschnitt A 
zeigender Teil der Abschirmplatte 20 
/\ ersier Bereich 
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B zwciter Bcreich 
C Obergangsbereich 
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1. Flexible Letterplatte mit einem ersten Bereich 
(A), der beidseitig mit Leiterbahnen versehen ist 
und durchkontaktierte Bohrungen (13) aufweist, 
wobei die Leiterbahnen und die Bohrungen mit ei- 
ner elektrisch leitenden Schicht (15) iiberzogen io 
sind, sowie mit einem zweiten Bereich (B), dessen 
Leiterbahnen frei von eincr elektrisch leitenden 
Schicht sind. so daB der zweite Bereich f/?)flexibler 
ais der erste Bcreich (/y ist, ciadureh gekennzeich- 
net, daB sich zwischen dem ersten Bereich (A) und 15 
dem zweiten Bereich (B) ein Obergangsbereich (C) 
befindet, in dem die Starke der elektrisch leitenden 
0bergangsschicht(t6) kontinuicrlich abnimmt. 

2. Verfahren zur Hersteilung einer flexiblen Letter- 
platte, das die foigenden Schnttc aufweist: 20 
Ein flexibles isolierendes Basismaterial (10) wird 
beidseitig mit einer leitenden Folic (11, 12) ka- 
schiert und mit Bohrungen 13 versehen; 

cs erfolgt eine chemische Metalltsicrung der Innen- 
wandung der Bohrungen sowie der leitenden Folic; 25 
cs schltcQt sich ein an sich bekannter Atzvorgang 
an, bet dem die Letterplatte zu einem ersten Be- 
reich (A) mit einem beidseitigen Leiterbahnenmu- 
ster verarbeitet wird, wobei sich an den ersten Be- 
reich (A) (tin zwciter Bereich (5/ mit einem anderen 30 
Leiterbahnenmuster anschlieOt. welches beim Atz- 
vorgang zusammen mit weriigstens einem der be- 
nachbartcn Leiterbahnenmuster hergcstcllt wird; 
eine Abschirmplatte (17, 20) wird auf den zweiten 
Bereich (B) aufgelcgt, die so ausgebtldet ist, daB in 35 
einem Obergangsbereich (C) zwischen dem ersten 
und zweiten Bereich der Leiterplatte ein Zwischen- 
raum (19) zwischen der Abschirmplatte und der 
chemisch aufgebrachten Schicht (14) bestehen 
bleibt; 40 
die chemisch abgeschiedene Schicht (14) im ersten 
Bereich (A)w\rd durch an sich bekanntcs Elektro- 
plattieren mit einer weiteren elektrisch leitenden 
Schicht (15) iiberzogen und gleichzcttig eine elek- 
trisch leitende Schicht (16) aus gieichem Material 45 
im Obergangsbereich (C) erzeugt, deren Starke 
vom ersten zum zweiten Bereich kominuierlich ab- 
nimmt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Elektroplattterung als gesonder- 50 
ter Arbeitsgang vor dem Atzen erfolgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kenn2eichnet dafi man zur Ausbildung des Zwi- 
schenraumes (19) eine Abschirmplatte (20) verwen- 
det, die im Obergangsbereich (C) einen von der 55 
Leiterplatte abgewinkeiten, in Richtung auf den er- 
sten Bereich (>yzeigendenTeiI(21) besitzL 
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